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(57) Abstract: The invention relates to a surface-mountable
multi-chip component, preferably for emitting radiation. In
particular, the multi-chip component is a multi-colour light-
emitting diode module.

B<7) Zusammenfassung: Es wird ein
obertlachenmontierbares Multichip-Bauelement angegeben,
das vorzugsweise zur Strahlungsemission vorgeschen ist.
Insbesondere ist das Multichip-Bauelement ein mehrfarbiges
Leuchtdiodenmodul.
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Beschreibung

Oberflachenmontierbares Multichip-Bauelement

Es wird ein oberfliachenmontierbares Multichip-Bauelement
angegeben, das vorzugsweise zur Strahlungsemission vorgesehen
ist. Insbesondere ist das Multichip-Bauelement ein

mehrfarbiges Leuchtdiodenmodul.

Fiir Projektions- oder Scheinwerferanwendungen werden
Lichtguellen benttigt, die zum einen hohe Lichtleistungen
erbringen und zum anderen einen kompakten Aufbau aufweisen.
Zu einem kompakten Aufbau gehdrt unter anderem eine einfache
elektrische Versorgung der Lichtquelle, um die Anzahl
weiterer elektrischer Komponenten wie beispielsweise Treiber
moéglichst gering zu halten. Beispielsweise sind Lichtquellen
bekannt, die mehrere Halbleiterchips aufweisen, die auf einer
gemeinsamen Metallisierung, die eine gemeinsame Elektrode
bildet, in gleicher Orientierung angeordnet und getrennt
ansteuerbar sind. Bei unterschiedlicher Orientierung der
Halbleiterchips ist jedoch eine getrennte Ansteuerung
schwieriger zu realisieren. Unter der Orientierung ist
vorliegend insbesondere die Anordnung der Halbleiterchips

hinsichtlich ihrer pn-Ubergidnge zu verstehen.

Eine zu losende Aufgabe besteht vorliegend darin, ein
oberflédchenmontierbares Multichip-Bauelement mit getrennt
ansteuerbaren Halbleiterchips unterschiedlicher Orientierung

anzugeben.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform umfasst das
oberflédchenmontierbare Multichip-Bauelement einen Trager, der

ein erstes, zweites und drittes Anschlusselement aufweist,
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die voneinander elektrisch isoliert sind. Insbesondere weisen
die Anschlusselemente metallische Eigenschaften auf. Mit
Vorteil kdénnen die Anschlusselemente aus dem gleichen
Material und insbesondere aus einem einzigen Werkstiick,
beispielsweise einem sogenannten Leadframe, hergestellt sein.
Vorzugsweise ist der Trager eben ausgebildet, das heillt der
Trager erstreckt sich im Wesentlichen in einer einzigen
Ebene. Es ist somit insbesondere moéglich, dass die drei

Anschlusselemente in der einzigen Ebene angeordnet sind.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform umfasst das
oberfldchenmontierbare Multichip-Bauelement einen ersten
Halbleiterchip und einen zweiten Halbleiterchip. Das
oberfldchenmontierbare Multichip-Bauelement kann auch mehr
als zwei Halbleiterchips aufweisen. Vorzugsweise ist der
erste Halbleiterchip auf dem ersten Anschlusselement
angeordnet. Insbesondere ist der erste Halbleiterchip mittels
eines Befestigungsmittels, zum Beispiel einem Lot oder einem
Kleber, an dem ersten Anschlusselement befestigt. Weiterhin
ist der erste Halbleiterchip vorzugsweise mit dem ersten und
zweliten Anschlusselement elektrisch verbunden. Dabei kann das
erste Anschlusselement eine erste Elektrode und das zweite
Anschlusselement eine zweite Elektrode fiir den ersten

Halbleiterchip bilden.

Weiter bevorzugt ist der zweite Halbleiterchip auf dem
zweiten Anschlusselement angeordnet. Insbesondere ist der
zweite Halbleiterchip mittels eines Befestigungsmittels, zum
Beispiel einem Lot oder einem Kleber, an dem zweiten
Anschlusselement befestigt. Weiterhin ist der zweite
Halbleiterchip vorzugsweise mit dem zweiten und dritten
Anschlusselement elektrisch verbunden. Dabei kann das dritte

Anschlusselement eine erste Elektrode und das zweite
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Anschlusselement eine zweite Elektrode fur den zweiten

Halbleiterchip bilden.

Insbesondere weist die erste Elektrode eine erste Polaritéat
auf, wahrend die zweite Elektrode eine zweite, von der ersten

verschiedene Polaritat aufweist.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform bildet das zweite
Anschlusselement im Betrieb eine gemeinsame Kathode oder
Anode flir den ersten und zweiten Halbleiterchip. Mittels der
gemeinsamen Elektrode und den separaten weiteren Elektroden
ist es im Betrieb moglich, die beiden Halbleiterchips

getrennt voneinander anzusteuern.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform weisen der erste und
zwelte Halbleiterchip jeweils einen ersten Halbleiterbereich
eines ersten Leitfahigkeitstyps und einen zweiten
Halbleiterbereich eines zweiten Leitfadhigkeitstyps auf.
Beispielsweise kann es sich bei dem ersten Leitfdhigkeitstyp
um eine p-Leitfiahigkeit und bei dem zweiten Leitfahigkeitstyp

um eine n-Leitfahigkeit handeln.

Vorzugsweise sind die beiden Halbleiterchips in verschiedener
Orientierung angeordnet. Insbesondere sind die an die
Anschlusselemente angrenzenden Halbleiterbereiche der
Halbleiterchips verschiedenen Leitfadhigkeitstyps. Dies
bedeutet beigpielsweise, dass der erste Halbleiterchip so
angeordnet ist, dass der erste Halbleiterbereich, der einen
ersten Leitfahigkeitstyp aufweist, an das erste
Anschlusselement angrenzt, wahrend beim zweiten
Halbleiterchip der zweite Anschlussbereich, der einen zweiten
Leitfahigkeitstyp aufweist, an das zweite Anschlusselement

angrenzt und umgekehrt.
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Bei einer bevorzugten Ausgestaltung sind mittels des zweiten
Anschlusselements die Halbleiterbereiche des gleichen
Leitfahigkeitstyps der beiden Halbleiterchips elektrisch
miteinander verbunden. Das heift, dass die Halbleiterbereiche
des gleichen Leitfahigkeitstyps mittels des zweiten

Anschlusselements mit dem gleichen Potenzial verbunden sind.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform weist das zweite
Anschlusselement einen ersten und zweiten Teilbereich auf.
Die beiden Teilbereiche sind insbesondere durch einen
Mittelbereich des zweiten Anschlusselements miteinander
verbunden. Insbesondere konnen die beiden Teilbereiche
ausschlieRlich durch den Mittelbereich elektrisch miteinander
verbunden sein. Bei dem Mittelbereich kann es sich
beispielsweise um einen Bonddraht handeln. Das zweite
Anschlusselement erstreckt sich im Wesentlichen entlang einer
Diagonale die zwei Ecken des Trdgers miteinander verbindet.
Beispielsweise kann der zweite Halbleiterchip auf dem ersten
Teilbereich angeordnet sein. Weiterhin kann der zweite
Teilbereich als Anschlussbereich fiir den ersten
Halbleiterchip dienen. Auch das erste Anschlusselement kann
einen ersten und zweiten Teilbereich aufweisen. Insbesondere
ist der erste Halbleiterchip auf dem ersten Teilbereich des

ersten Anschlusselements angeordnet.

Bei einer bevorzugten Ausgestaltung des
oberfldchenmontierbaren Multichip-Bauelements ist der Trager
aus den Anschlusselementen derart zusammengesetzt, dass der
erste Teilbereich des ersten Anschlusselements und der erste
Teilbereich des zweiten Anschlusselements entlang einer
ersten Haupterstreckungsrichtung des Tragers nebeneinander
angeordnet sind. Weiterhin kdnnen auch der zweite Teilbereich

des ersten Anschlusselements und der zweite Teilbereich des



10

15

20

25

30

WO 2015/114103 PCT/EP2015/051955

zweiten Anschlusselements entlang der ersten
Haupterstreckungsrichtung des Tragers nebeneinander
angeordnet sein. Insbesondere sind auch die beiden
Halbleiterchips entlang der ersten Haupterstreckungsrichtung

nebeneinander angeordnet.

Dass zwei oder mehr Teilbereiche entlang einer
Haupterstreckungsrichtung "nebeneinander angeordnet" sind
kann hierbei und im Folgenden bedeuten, dass die Teilbereiche
raumlich voneinander getrennt entlang der besagten
Haupterstreckungsrichtung angeordnet sind. Hierbei ist es
insbesondere moéglich, dass die Teilbereiche in ihrer
maximalen Ausdehnung entlang einer Richtung senkrecht zu der
Hauptersteckungsrichtung, entlang derer die Teilbereiche
nebeneinander angeordnet sind, zu wenigstens 80 %, bevorzugt
wenigstens 90 %, Uberlappen. Mit anderen Worten, es ist
moglich, dass die Teilbereiche entlang wenigstens 80 %,
bevorzugt wenigstens 90 %, ihrer maximalen Ausdehnung entlang
der Richtung senkrecht zur besagten Haupterstreckungsrichtung

nebeneinander angeordnet sind.

Weiterhin ist der Trager mit Vorteil aus den
Anschlusselementen derart zusammengesetzt, dass das dritte
Anschlusselement und der zweite Teilbereich des zweiten
Anschlusselements entlang der ersten
Haupterstreckungsrichtung des Tragers nebeneinander

angeordnet sind.

AuBerdem kann der Trager aus den Anschlusselementen derart

zusammengesetzt sein, dass das dritte Anschlusselement und

der erste Teilbereich des zweiten Anschlusselements entlang
einer zweiten Haupterstreckungsrichtung des Tréagers

nebeneinander angeordnet sind.
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Vorzugsweise sind der erste Teilbereich des ersten
Anschlusselements, der Mittelbereich des zweiten
Anschlusselements sowie das dritte Anschlusselement entlang
einer Diagonale angeordnet, die quer zu der Diagonale
angeordnet ist, entlang der sich das zweite Anschlusselement

erstreckt.

Insbesondere konnen der erste Teilbereich und der zweite
Teilbereich des zweiten Anschlusselements entlang der einen
Diagonalen, die zweil Ecken des Trages miteinander verbindet,
angeordnet sein. Ferner kénnen der erste Teilbereich des
ersten Anschlusselements und das dritte Anschlusselement
entlang der zu der besagten Diagonalen, entlang derer die
Teilbereiche des zweiten Anschlusselements angeordnet sind,
quer und/oder senkrecht verlaufenden Diagonalen angeordnet

sein.

Insbesondere sind die erste und zweite
Haupterstreckungsrichtung quer, insbesondere senkrecht,
zueinander angeordnet. Vorzugsweise spannen die erste und
zwelite Haupterstreckungsrichtung eine Ebene auf, zu welcher
eine vorderseitige und rickseitige Hauptfldche des Tragers

parallel angeordnet sind.

Beispielsweise weist der Trager in einer Aufsicht auf die
durch die zwei Haupterstreckungsrichtungen aufgespannte Ebene
eine rechtecksartige Form auf. Mit anderen Worten, der Trager
weist anndherungsweise die Form eines Rechtecks auf. Die
erste Haupterstreckungsrichtung kann dann entlang der ersten
Seite des Rechtecks verlaufen, wadhrend die zweite
Haupterstreckungsrichtung entlang der zu der ersten Seite
quer oder senkrecht verlaufenden zweiten Seite des Rechtecks

verlaufen kann.
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Insbesondere ist es mdglich, dass sich die Anschlusselemente
in einer vertikalen Richtung, die senkrecht zu den beiden
Haupterstreckungsrichtungen verlauft, im Rahmen der
Herstellungstoleranzen weder lberragen noch unterragen. Mit
anderen Worten, die Anschlusselemente kdénnen in einer
einzigen Ebene angeordnet sein. Zusadtzlich ist es mdglich,
dass die Anschlusselemente, sowie deren Teilbereiche, Jjeweils
eben ausgebildet sind. "Eben ausgebildet"™ kann hierbei und im
Folgenden bedeuten, dass die Anschlusselemente entlang der
beiden Haupterstreckungsrichtungen keine makroskopischen
Ausbuchtungen und/oder Ausnehmungen aufweisen. Insbesondere
ist es moglich, dass jeder Teilbereich bzw. jedes
Anschlusselement jeweils lediglich zwei Flachen aufweist, die
sich entlang der Haupterstreckungsrichtungen erstrecken und
in vertikaler Richtung im Rahmen der Herstellungstoleranzen

parallel zueinander angeordnet sind.

Ferner konnen das dritte Anschlusselement und der zweite
Teilbereich des zweiten Anschlusselements in einer Aufsicht
auf den Trager dieselbe geometrische Form aufweisen. Ferner
kénnen das dritte Anschlusselement und der zweite Teilbereich
des zweiten Anschlusselements entlang der ersten
Haupterstreckungsrichtung und/oder entlang der zweiten
Haupterstreckungsrichtung dieselbe maximale Ausdehnung
aufweisen. Zudem konnen der erste Teilbereich des ersten
Anschlusselements und der erste Teilbereich des zweiten
Anschlusselements in der Aufsicht eine dhnliche geometrische
Form aufweisen und insbesondere eine ahnliche maximale
Ausdehnung entlang der beiden Haupterstreckungsrichtungen
aufweisen. Beigpielsweise unterscheiden sich die maximalen

Ausdehnungen der beiden ersten Teilbereiche entlang der

o\°

beiden Haupterstreckungsrichtung um hdéchstens +/- 10
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Gemal zumindest einer Ausfihrungsform ist auf dem dritten
Anschlusselement kein Halbleiterchip angeordnet. Mit anderen
Worten, das dritte Anschlusselement kann frei von einem
Halbleiterchip sein. Insbesondere dient das dritte
Anschlusselement als Anschlussbereich fir den zweiten
Halbleiterchip. Beispielsweise kann der zweite Halbleiterchip
mit dem dritten Anschlusselement mittels eines elektrischen
Leiters elektrisch verbunden sein. Entsprechend kann der
erste Halbleiterchip mittels eines elektrischen Leiters mit
dem zweiten Anschlusselement elektrisch verbunden sein. Der
elektrische Leiter ist insbesondere ein Bonddraht, der sich
vom Halbleiterchip bis zu dem Anschlusselement, mit dem eine

elektrische Verbindung hergestellt werden soll, erstreckt.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform weist der Trdger einen
Grundkorper auf, in den die Anschlusselemente zumindest
teilweise eingebettet sind. Beispielsweise kann zur
Herstellung des Tragers ein Leadframe verwendet werden, der
die drei Anschlusselemente, wobeili die Anschlusselemente
miteinander verbunden sind. Dieser Leadframe kann zumindest
teilweise in ein Grundmaterial eingebettet werden. Der so
gebildete Leadframe-Verbund kann derart zerteilt werden, dass
die Anschlusselemente voneinander getrennt werden und nur
durch den Grundkorper aus Grundmaterial zusammengehalten
werden. Insbesondere kann als Grundmaterial ein
Kunststoffmaterial wie beispielsweise ein Epoxidharz
verwendet werden. Weiterhin ist der Leadframe vorzugsweise

aus Kupfer oder einem Kupfer-haltigen Material gebildet.

Vorzugsweise handelt es sich bei dem hier beschriebenen
Bauelement um ein sogenanntes QFN (Quad Flat No Leads) -
Package. Insbesondere ragen hierbei die Anschlusselemente

seitlich nicht iber den Grundkdérper hinaus, sondern sind plan
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in den Grundkorper integriert. Dadurch kann der bendtigte
Platz auf einem Anschlusstradger, auf dem das Multichip-
Bauelement montiert werden kann, reduziert und eine hdhere
Packungsdichte erreicht werden. Unter dem Anschlusstrager ist

beispielsweise eine Leiterplatte zu verstehen.

Bei einer bevorzugten Ausgestaltung ist das zweite
Anschlusselement an der riickseitigen Hauptfldche des Tragers
von dem Grundkorper teilweise bedeckt. Insbesondere ist der
welter oben beschriebene Mittelbereich, der den ersten und
zweliten Teilbereich des zweiten Anschlusselements miteinander
verbindet, von dem Grundkdrper bedeckt. Insbesondere weist
das Multichip-Bauelement damit auf der Rickseite des Tragers
vier Anschlussbereiche auf, namlich das erste
Anschlusselement, den ersten und zweiten Teilbereich des
zwelten Anschlusselements und das dritte Anschlusselement, so
dass das Multichip-Bauelement an vier Stellen mit dem
Anschlusstrager mechanisch und elektrisch verbunden werden
kann. Insbesondere sind die vier Anschlussbereiche im
Wesentlichen symmetrisch angeordnet. Durch die symmetrische
Anordnung der vier Anschlussbereiche kann das Multichip-
Bauelement mechanisch stabil auf einem Anschlusstrager

befestigt werden.

Vorteilhafterweise erlaubt der hier beschriebene Tréager
relativ geringe Abstande zwischen den Halbleiterchips, so
dass das Multichip-Bauelement eine kompakte GroRe aufweist.
Insbesondere sind der erste und zweite Halbleiterchip durch
einen Zwischenraum voneinander getrennt, der eine laterale
Abmessung von groler Null und héchstens 0.1 mm aufweist.
Insbesondere wird die laterale Abmessung des Zwischenraums
entlang der ersten Haupterstreckungsrichtung des Tragers

bestimmt.
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Gemal zumindest einer Ausfihrungsform sind die
Halbleiterchips zur Strahlungsemission vorgesehen.
Insbesondere sind die Halbleiterchips Dinnfilmchips, die im
Betrieb einen GroRteil der erzeugten Strahlung iiber ihre
vorderseitige Oberfldche emittieren. Vorzugsweise emittieren
die Halbleiterchips im Betrieb Strahlung in verschiedenen
Wellenldngenbereichen. Beispielsweise emittiert einer der
beiden Halbleiterchips im Betrieb rotes und der andere blaues

Licht.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform weisen der erste und
zwelite Halbleiterchip jeweils ein strahlungsdurchléassiges
Abdeckelement auf, das an der dem jeweiligen Anschlusselement
abgewandten vorderseitigen QOberflache der Halbleiterchips
angeordnet ist. Das Abdeckelement weist insbesondere eine
gleichmaBige Dicke auf. Weiterhin kann das Abdeckelement ein
Glaselement sein, das auf einer vorderseitigen Oberflache
einer Halbleiterschichtenfolge der Halbleiterchips aufgeklebt
ist. Das Glaselement kann bei rotem Licht zu einer
Verbesserung der Strahlungsauskopplung und bei blauem Licht
zu einer Abschwadchung fihren. Dadurch kann das Verhadltnis des
ohnehin schwacheren Rotanteils gegenliber dem Blauanteil

verbessert werden.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform weist das Multichip-
Bauelement einen Gehduserahmen auf, innerhalb dem die
Halbleiterchips angeordnet sind. Vorzugsweise ist der
Gehduserahmen auf dem Trager angeordnet. Beispielsweise kann
der Gehduserahmen ein Verguss sein, der Silikon enthalt.
Weiterhin kann der Gehduserahmen reflektierend ausgebildet
sein und zum Beispiel Zusadtze eines reflektierenden Materials

wie Titandioxid enthalten.
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Ferner kodonnen die Halbleiterchips an ihren vorderseitigen
Oberfldchen ein Wellenladngenkonversionselement aufweisen, das
zumindest einen Teil der emittierten Strahlung in Strahlung

einer anderen Wellenldnge umwandelt.

Weitere Vorteile, vorteilhafte Ausfiihrungsformen und
Weiterbildungen ergeben sich aus den im Folgenden in
Verbindung mit den Figuren beschriebenen

Ausfihrungsbeispielen.

Es zeigen:

Figur 1A eine schematische Draufsicht auf eine Vorderseite
eines oberfldchenmontierbaren Multichip-Bauelements
gemall einem ersten Ausfithrungsbeispiel und Figur 1B eine
schematische Draufsicht auf eine Riickseite des
oberflédchenmontierbaren Multichip-Bauelements gemall dem
ersten Ausfihrungsbeispiel,

Figur 2A eine schematische Draufsicht auf eine Vorderseite
eines oberfldchenmontierbaren Multichip-Bauelements
gemall einem zweiten Ausfihrungsbeispiel und Figur 2B
eine schematische Draufsicht auf eine Riickseite des
oberflédchenmontierbaren Multichip-Bauelements gemall dem
zweiten Ausfiihrungsbeispiel,

Figur 3 eine schematische Querschnittsansicht eines
Halbleiterchips gemal einem Ausfihrungsbeispiel mit
tragernaher Anordnung der p-Seite, und

Figur 4A eine schematische Querschnittsansicht und Figur 4B
eine schematische Draufsicht auf eine Vorderseite eines
Halbleiterchips gemal einem Ausfihrungsbeispiel mit

tragernaher Anordnung der n-Seite.
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In den Figuren 1A und 1B ist ein erstes Ausfiihrungsbeispiel
eines oberflachenmontierbaren Multichip-Rauelements 1
dargestellt. Das Multichip-Bauelement 1 umfasst einen Trager
2 sowie einen ersten Halbleiterchip 3 und einen zweiten
Halbleiterchip 4, die auf einer vorderseitigen Hauptflache 2A

des Tragers 2 angeordnet sind.

Der Trager 2 umfasst ein erstes Anschlusselement 21, ein
zwelites Anschlusselement 22 und ein drittes Anschlusselement
23, wobei der erste Halbleiterchip 3 auf dem ersten
Anschlusselement 21 und der zweite Halbleiterchip 4 auf dem
zweiten Anschlusselement 22 angeordnet ist. Die
Anschlusselemente 21, 22, 23 sind elektrisch leitend
ausgebildet und voneinander elektrisch isoliert. Die
Anschlusselemente 21, 22, 23 weisen insbesondere metallische
Eigenschaften auf und kdnnen beispielsweise aus Kupfer oder
einem Kupfer-haltigen Material gebildet sein. Vorzugsweise
sind die Anschlusselemente 21, 22, 23 aus dem gleichen
Material und insbesondere aus einem einzigen Werkstiick,

beispielsweise einem sogenannten Leadframe, hergestellt.

Der Trager 2 umfasst ferner einen Grundkdrper 24, in den die
Anschlusselemente 21, 22, 23 zumindest teilweise eingebettet
sind. Insbesondere sind die Anschlusselemente 21, 22, 23
mittels des Grundkorpers 24 voneinander elektrisch isoliert.
Der Grundkdrper 24 ist vorzugsweise aus einem elektrisch
isolierenden Grundmaterial wie zum Beispiel einem Epoxidharz
gebildet. Das Grundmaterial kann Materialzusatze enthalten,
die zum Beispiel die optischen oder thermischen Eigenschaften
des Grundkorpers beeinflussen. Beispielsweise kann das
Grundmaterial RuB enthalten und damit fliir einen Betrachter

schwarz erscheinen.
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Zur Herstellung des Tradgers 2 kann ein Leadframe verwendet
werden, in welchem die drei Anschlusselemente 21, 22, 23
urspringlich miteinander verbunden sind. Dieser Leadframe
kann zumindest teilweise in das Grundmaterial eingebettet
werden. Der so gebildete Leadframe-Verbund kann derart
zerteilt werden, dass die Anschlusselemente 21, 22, 23
voneinander getrennt werden und nur noch durch den

Grundkorper 24 miteinander verbunden sind.

Der Trager 2 ist vorzugsweise eben ausgebildet und erstreckt
sich in einer Ebene, die durch eine erste
Haupterstreckungsrichtung X und eine zweite

Haupterstreckungsrichtung Y aufgespannt wird.

Bei dem hier beschriebenen Multichip-Bauelement 1 handelt es
sich um ein sogenanntes QFN (Quad Flat No Leads)- Package.

Hierbei ragen die Anschlusselemente 21, 22, 23 seitlich nicht
Uber den Grundkorper 24 hinaus, sondern sind plan in den

Grundkorper 24 integriert. Dadurch kann der bendtigte Platz
auf einem Anschlusstrdger (nicht dargestellt), auf dem das
Multichip-Bauelement 1 montiert werden kann, reduziert und

eine hohere Packungsdichte erreicht werden.

Die beiden Halbleiterchips 3, 4 sind jeweils mit ihren
rickseitigen Oberflachen auf den Anschlusselementen 21, 22
angeordnet. Insbesondere sind die Halbleiterchips 3, 4
mittels eines Befestigungsmittels, zum Beispiel einem Lot
oder einem Kleber, an den Anschlusselementen 21, 22
befestigt. Vorzugsweise sind die Halbleiterchips 3, 4 durch
das Befestigungsmittel zugleich mit dem jeweiligen
Anschlusselement 21, 22, auf dem sie angeordnet sind,
elektrisch leitend verbunden. Weiterhin sind die beiden

Halbleiterchips 3, 4 jeweils mittels eines elektrischen
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Leiters 5 mit einem weiteren Anschlusselement 22, 23
elektrisch leitend verbunden. Insbesondere ist der erste
Halbleiterchip 3 mittels eines elektrischen Leiters 5 mit dem
zweiten Anschlusselement 22 und der zweite Halbleiterchip 4
mittels eines elektrischen Leiters 5 mit dem dritten

Anschlusselement 23 elektrisch leitend verbunden.

Im Betrieb des oberfliachenmontierbaren Multichip-Bauelements
1 liegen das erste und dritte Anschlusselement 21, 23 auf
einem anderen Potenzial als das zweite Anschlusselement 22.
Insbesondere liegen das erste und dritte Anschlusselement 21,
23 auf demselben Potenzial. Das erste Anschlusselement 21
bildet eine erste Elektrode und das zweite Anschlusselement
22 bildet eine zweite Elektrode fir den ersten Halbleiterchip
3. Weiterhin bilden das dritte Anschlusselement 23 eine erste
Elektrode und das zweite Anschlusselement 22 eine zweite

Elektrode fir den zweiten Halbleiterchip 4.

Bei dem in den Figuren 1A und 1B dargestellten ersten
Ausfiihrungsbeispiel bildet das zweite Anschlusselement 22 im
Betrieb eine gemeinsame Anode fir den ersten und zweiten
Halbleiterchip 3, 4. Weiterhin bildet das erste
Anschlusselement 21 eine Kathode fir den ersten
Halbleiterchip 3. Und das dritte Anschlusselement 23 bildet

eine Kathode flir den zweiten Halbleiterchip 4.

Die Halbleiterchips 3, 4 sind in unterschiedlicher
Orientierung angeordnet. Dies bedeutet insbesondere, dass die
Halbleiterbereiche des ersten und zweiten Halbleiterchips 3,
4, die jeweils an die Anschlusselemente 22, 23, auf denen die
Halbleiterchips 3, 4 angeordnet sind, angrenzen, einen
verschiedenen Leitfdhigkeitstyp aufweisen. Beispielsweise

kann der an das erste Anschlusselement 21 angrenzende
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Halbleiterbereich des ersten Halbleiterchips 3 p-leitend
sein, wadhrend der an das zweite Anschlusselement 22
angrenzende Halbleiterbereich des zweiten Halbleiterchips 4

n-leitend ist.

Die Figur 3 zeigt ein Ausfihrungsbeispiel eines
Halbleiterchips B mit tragernaher Anordnung der p-Seite, der
bei dem Multichip-Bauelement 1 gemal dem ersten
Ausfihrungsbeispiel als erster Halbleiterchip 3 verwendet

werden kann.

Der Halbleiterchip B emittiert im Betrieb insbesondere
Strahlung mit kiirzerer Wellenlange als ein als zweiter
Halbleiterchip 4 verwendeter Halbleiterchip A, der in den
Figuren 4A und 4B dargestellt ist. Vorzugsweise emittiert der
Halbleiterchip B im Betrieb blaues Licht, wadhrend der
Halbleiterchip A rotes Licht emittiert.

Der Halbleiterchip B weist eine Halbleiterschichtenfolge auf,
die auf einem Tragersubstrat 30 angeordnet ist. Insbesondere
ist ein Aufwachssubstrat, auf welchem die
Halbleiterschichtenfolge urspriinglich hergestellt wurde, von
der Halbleiterschichtenfolge entfernt und durch das
Tragersubstrat 30 ersetzt worden. Die
Halbleiterschichtenfolge umfasst einen ersten
Halbleiterbereich 31 eines ersten Leitfahigkeitstyps, eine
aktive Zone 32 und einen zweiten Halbleiterbereich 33 eines
zweiten Leitfdhigkeitstyps, wobei der erste Halbleiterbereich
31 auf einer dem Tragersubstrat 30 zugewandten Seite der
aktive Zone 32 und der zweite Halbleiterbereich 33 auf einer
dem Tragersubstrat 30 abgewandten Seite der aktive Zone 32
angeordnet ist. Insbesondere ist der erste Halbleiterbereich

31 p-leitend und der zweite Halbleiterbereich 33 n-leitend.
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Die Halbleiterschichtenfolge basiert vorzugsweise auf einem
Nitrid-Verbindungshalbleitermaterial. ,Auf einem Nitrid-
Verbindungshalbleitermaterial basierend™ bedeutet im
vorliegenden Zusammenhang, dass die Halbleiterschichtenfolge
oder zumindest eine Schicht davon, insbesondere die aktive
Zone, ein Nitrid-III/V-Verbindungshalbleitermaterial,

vorzugsweise AlnGamInl-n-mN umfasst, wobei 0 <n <1, 0 <m£<

1 und n+m £ 1. Dabei muss dieses Material nicht zwingend eine
mathematisch exakte Zusammensetzung nach obiger Formel
aufweisen. Vielmehr kann es einen oder mehrere Dotierstoffe
sowie zusatzliche Bestandteile aufweisen, die die
charakteristischen physikalischen Eigenschaften des
AlnGamInl-n-mN-Materials im Wesentlichen nicht &dndern. Der
Einfachheit halber beinhaltet obige Formel jedoch nur die
wesentlichen Bestandteile des Kristallgitters (Al, Ga, In,
N), auch wenn diese teilweise durch geringe Mengen weiterer

Stoffe ersetzt sein kdnnen.

Zwischen dem ersten Halbleiterbereich 31 und dem
Tragersubstrat 30 ist eine erste Kontaktschicht 35
angeordnet. Die erste Kontaktschicht 35 weist vorzugsweise
ein Material, insbesondere ein Metall, mit einem hohen
Reflexionskoeffizienten auf, etwa Silber. Weiterhin ist
zwischen dem ersten Halbleiterbereich 31 und dem
Tragersubstrat 30 eine zweite Kontaktschicht 36 angeordnet,
die bis in eine Vertiefung 34 in der aktiven Zone 32

hineinragt und diese vorzugsweise vollstandig ausfullt.

Das Tragersubstrat 30 kann elektrisch leitend sein, so dass
im Betrieb von der Riickseite, Uber das Tragersubstrat 30 und
die erste Kontaktschicht 35 sowie iUiber eine seitlich

angeordnete elektrische Kontaktstelle 36A der zweiten
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Kontaktschicht 36 ein Betriebsstrom in die

Halbleiterschichtenfolge eingepragt wird.

Der Halbleiterchip B kann an seiner vorderseitigen Oberfléache
3A ein strahlungsdurchlidssiges Abdeckelement 7 aufweisen.
Insbesondere weist das Abdeckelement 7 eine gleichmédflRige
Dicke auf. Weiterhin kann das Abdeckelement 7 ein Glaselement
sein, das auf eine vorderseitige Oberflédche der

Halbleiterschichtenfolge aufgeklebt ist.

Der Halbleiterchip B ist dazu vorgesehen, von der aktiven
Zone 32 im Betrieb erzeugte elektromagnetische Strahlung
durch seine vorderseitige Oberfldche 3A zu emittieren. Von
der aktiven Zone 32 in Richtung der Rickseite, also in
Richtung einer rickseitigen Oberfldche 3B, emittierte
elektromagnetische Strahlung wird von der ersten
Kontaktschicht 35 und der zweiten Kontaktschicht 36 in Rich-

tung der Vorderseite zurick reflektiert.

Vorteilhafterweise befindet sich die elektrische Kontakt-
stelle 36A nicht im Strahlengang der in Richtung der
Vorderseite emittierten elektromagnetischen Strahlung, so
dass durch die elektrische Kontaktstelle 36A keine

Abschattung erfolgt.

Die Figuren 4A und 4B zeigen ein Ausfihrungsbeispiel eines
Halbleiterchips A mit einer tragernahen Anordnung der n-

Seite, der bei dem Multichip-Bauelement 1 gemdl dem ersten
Ausfihrungsbeispiel als zweiter Halbleiterchip 4 verwendet

werden kann.

Der Halbleiterchip A weist eine Halbleiterschichtenfolge auf,

die auf einem Tragersubstrat 40 angeordnet ist. Insbesondere
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ist ein Aufwachssubstrat, auf welchem die
Halbleiterschichtenfolge hergestellt wurde, von der
Halbleiterschichtenfolge entfernt und durch das
Tragersubstrat 40 ersetzt worden. Die
Halbleiterschichtenfolge umfasst einen ersten
Halbleiterbereich 41 eines ersten Leitfahigkeitstyps, eine
aktive Zone 42 und einen zweiten Halbleiterbereich 43 eines
zweiten Leitfdhigkeitstyps, wobei der erste Halbleiterbereich
41 auf einer dem Tragersubstrat 40 abgewandten Seite der
aktive Zone 42 und der zweite Halbleiterbereich 43 auf einer
dem Tragersubstrat 40 zugewandten Seite der aktive Zone 42
angeordnet ist. Insbesondere ist der erste Halbleiterbereich

41 p-leitend und der zweite Halbleiterbereich 43 n-leitend.

Die Halbleiterschichtenfolge basiert vorzugsweise auf einem
Phosphid-Verbindungshalbleitermaterial. ,Auf einem Phosphid-
Verbindungshalbleitermaterial basierend™ bedeutet in diesem
Zusammenhang, dass die Halbleiterschichtenfolge, insbesondere

die aktive Zone, vorzugsweise Al GapIni-,-,P umfasst, wobei 0 <

n <1, 0<m<1 und ntm £ 1 ist, vorzugsweise mit n # 0
und/oder m # 0. Dabei muss dieses Material nicht zwingend
eine mathematisch exakte Zusammensetzung nach obiger Formel
aufweisen. Vielmehr kann es ein oder mehrere Dotierstoffe
sowie zusatzliche Bestandteile aufweisen, die die
physikalischen Eigenschaften des Materials im Wesentlichen
nicht &dndern. Der Einfachheit halber beinhaltet obige Formel
jedoch nur die wesentlichen Bestandteile des Kristallgitters
(Al, Ga, In, P), auch wenn diese teilweise durch geringe

Mengen weiterer Stoffe ersetzt sein kodnnen.

Der Halbleiterchip A weist vorderseitig eine erste
Kontaktschicht 44 mit einer elektrischen Kontaktstelle 44A

auf, die in einem Randbereich der Halbleiterschichtenfolge
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angeordnet ist (vgl. Figur 4B). Die Kontaktschicht 44 ist
strukturiert und weist Zwischenrdume auf, in denen die
Halbleiterschichtenfolge von der Kontaktschicht 44 unbedeckt
ist. Weiterhin kann der Halbleiterchip A an seiner
vorderseitigen Oberfliche 4A ein strahlungsdurchléassiges
Abdeckelement 7 aufweisen. Das Abdeckelement 7 kann aus Glas
gebildet sein. Ein solches Glaselement fiihrt bei rotem Licht
zU einer Verbesserung der Strahlungsauskopplung und bei
blauem Licht zu einer Abschwachung. Dadurch kann bei dem
Multichip-Bauelement 1 das Verhdaltnis des ohnehin schwacheren

Rotanteils gegeniliber dem Blauanteil verbessert werden.

Zwischen dem zweiten Halbleiterbereich 43 und dem
Tragersubstrat 40 ist eine zweite Kontaktschicht 45
angeordnet. Die zweite Kontaktschicht 43 weist vorzugsweise
ein Material, insbesondere ein Metall, mit einem hohen

Reflexionskoeffizienten auf, etwa Silber.

Der Halbleiterchip A ist dazu vorgesehen, von der aktiven
Zone 42 im Betrieb erzeugte elektromagnetische Strahlung
durch seine vorderseitige Oberfldche 4A zu emittieren. Von
der aktiven Zone 42 in Richtung der Rickseite, also in
Richtung einer rickseitigen Oberfldche 4B, emittierte
elektromagnetische Strahlung wird von der zweiten
Kontaktschicht 45 in Richtung der Vorderseite zuriick

reflektiert.

Vorteilhafterweise weist die erste Kontaktschicht 44
Zwischenrdaume auf, durch welche Strahlung emittiert werden
kann. Weiterhin befindet sich die elektrische Kontaktstelle
447 nicht an zentraler Stelle im Strahlengang der in Richtung

der Vorderseite emittierten elektromagnetischen Strahlung, so
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dass durch die elektrische Kontaktstelle 44A keine

Abschattung erfolgt.

Bei dem in den Figuren 1A und 1B dargestellten ersten
Ausfihrungsbeispiel ist die Kontaktstelle 36A des ersten
Halbleiterchips 3 mittels des elektrischen Leiters b5,
insbesondere einem Bonddraht, mit dem zweiten
Anschlusselement 22 elektrisch verbunden. Weiterhin ist die
Kontaktstelle 44A des zweiten Halbleiterchips 1 mittels des
elektrischen Leiters 5, insbesondere einem Bonddraht, mit dem

zwelten Anschlusselement 22 elektrisch verbunden.

Das zweite Anschlusselement 22 umfasst einen ersten
Teilbereich 22A und einen zweiten Teilbereich 22B. Die beiden
Teilbereiche 222, 22B sind durch einen Mittelbereich 22C des
zwelten Anschlusselements 22 miteinander verbunden. Das
zwelite Anschlusselement 22 erstreckt sich im Wesentlichen
entlang einer Diagonale die zwei Ecken des Tragers 2
miteinander verbindet. Der zweite Halbleiterchip 4 ist auf
dem ersten Teilbereich 22A angeordnet. Der zweite Teilbereich
22B dient als Anschlussbereich flir den ersten Halbleiterchip
3, wobei der elektrische Leiter 5 an dem zweiten Teilbereich
22B befestigt ist. Auf dem Mittelbereich 2C ist eine
Schutzdiode 6 angeordnet, die den zweiten Halbleiterchip 4

vor Uberspannungen schiutzt.

Auch das erste Anschlusselement 21 umfasst einen ersten
Teilbereich 21A und einen zweiten Teilbereich 21B. Der erste
Halbleiterchip 4 ist auf dem ersten Teilbereich 21A
angeordnet. Ferner ist auf dem ersten Teilbereich 21A eine
Schutzdiode 6 angeordnet, die den ersten Halbleiterchip 3 wvor

Uberspannungen schiitzt.
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Der Trager 2 ist aus den Anschlusselementen 21, 22, 23 derart
zusammengesetzt, dass der erste Teilbereich 21A des ersten
Anschlusselements 21 und der erste Teilbereich 22A des
zweiten Anschlusselements 22 entlang der ersten
Haupterstreckungsrichtung X des Tradgers 2 nebeneinander
angeordnet sind. Weiterhin sind auch der zweite Teilbereich
21B des ersten Anschlusselements 21 und der zweite
Teilbereich 22B des zweiten Anschlusselements 22 entlang der
ersten Haupterstreckungsrichtung X des Tragers 2

nebeneinander angeordnet.

Weiterhin ist der Trager 2 aus den Anschlusselementen 21, 22,
23 derart zusammengesetzt, dass das dritte Anschlusselement
23 und der zweite Teilbereich 22B des zweiten
Anschlusselements 22 entlang der ersten
Haupterstreckungsrichtung X des Tradgers 2 nebeneinander
angeordnet sind. Ferner sind das dritte Anschlusselement 23
und der erste Teilbereich 22A des zweiten Anschlusselements
22 entlang der zweiten Haupterstreckungsrichtung Y des

Tragers 2 nebeneinander angeordnet.

Die beiden Halbleiterchips 3, 4 sind entlang der ersten
Haupterstreckungsrichtung X nebeneinander angeordnet.
Vorteilhafterweise erlaubt der hier beschriebene Trager 2
relativ geringe Abstadnde zwischen den Halbleiterchips 3, 4,
so dass das Multichip-Rauelement 1 eine kompakte GroBe
aufweist. Insbesondere sind der erste und zweite
Halbleiterchip 3, 4 durch einen Zwischenraum 8 wvoneinander
getrennt, der eine laterale Abmessung 8A von grolBer Null und
héchstens 0.1 mm aufweist. Insgesamt weist das Multichip-
Bauelement 1 vorteilhaft kleine MaBe auf, die lediglich 3,1

mm x 3,75 mm bei einer Ho6he von 0,5 mm betragen.
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Das Multichip-Bauelement 1 umfasst einen Gehaduserahmen 9, der
auf dem Trager 2 angeordnet ist. Die Halbleiterchips 3, 4
sind innerhalb des Gehduserahmens 9 angeordnet. Insbesondere
ist der Gehauserahmen 9 reflektierend ausgebildet.
Beispielsweise kann der Gehduserahmen 9 aus einem
Kunststoffmaterial wie Silikon gebildet sein, dem
reflektierende Partikel, zum Beispiel Partikel aus
Titandioxid, beigefiigt sind. Die Halbleiterchips 3, 4 kénnen
weiterhin in einen Verguss eingebettet sein, der seitlich

durch den Gehduserahmen begrenzt wird.

In Figur 1B ist eine rilckseitige Hauptfldche 2B des Tragers 2
beziehungsweise des oberflachenmontierbaren Multichip-
Bauelements 1 dargestellt. Wie aus der Figur 1B hervorgeht,
ist das zweite Anschlusselement 22 an der rickseitigen
Hauptflache 2B von dem Grundkdrper 24 teilweise bedeckt.
Insbesondere ist der Mittelbereich 2C des zweiten
Anschlusselements 22 von dem Grundkorper 24 bedeckt.
Weiterhin kann der zweite Teilbereich 21B des ersten
Anschlusselements 21 von dem Grundkdrper 24 bedeckt sein.
Dadurch weist das Multichip-Bauelement 1 auf der Rickseite
des Tragers 2 vier Anschlussbereiche auf, nadmlich den ersten
Teilbereich 21A des ersten Anschlusselements 21, den ersten
und zweiten Teilbereich 222, 22B des zweiten
Anschlusselements 22 und das dritte Anschlusselement 23, so
dass das Multichip-Bauelement an vier Stellen mit einem
Anschlusstrager (nicht dargestellt) mechanisch und elektrisch
verbunden werden kann. Die vier Anschlussbereiche sind
symmetrisch angeordnet. Durch die symmetrische Anordnung der
vier Anschlussbereiche kann das Multichip-Bauelement 1

mechanisch stabil auf einem Anschlusstridger befestigt werden.



10

15

20

25

30

WO 2015/114103 PCT/EP2015/051955

Das in den Figuren 2A und 2B dargestellte Multichip-
Bauelement 1 gemdB einem zweiten Ausfihrungsbeispiel weist
einen Trager 2 auf, der vorzugsweise gleich ausgebildet ist
wie der in Verbindung mit dem ersten Ausfiihrungsbeispiel
beschriebene Trager. Weiterhin sind der erste und zweite
Halbleiterchip 3, 4 wie bei dem ersten Ausfiihrungsbeispiel
auf zwei verschiedenen Anschlusselementen 21, 22 angeordnet
und mittels eines elektrischen Leiters mit einem weiteren
Anschlusselement 22, 23 verbunden. Allerdings ist beim
zwelten Ausfihrungsbeispiel der an das erste Anschlusselement
21 angrenzende Halbleiterbereich des ersten Halbleiterchips 3
n-leitend, wadhrend der an das zweite Anschlusselement 22
angrenzende Halbleiterbereich des zweiten Halbleiterchips 4
p-leitend ist. Vorzugsweise ist der erste Halbleiterchip 3
wie der in den Figuren 4A und 4B dargestellte Halbleiterchip
A ausgebildet, wahrend der zweite Halbleiterchip 4 wie der in

Figur 3 dargestellte Halbleiterchip B ausgebildet ist.

Bei dem zweiten Ausfiithrungsbeispiel bildet das zweite
Anschlusselement 22 im Betrieb eine Kathode fiir den ersten
und zweiten Halbleiterchip 3, 4. Weiterhin bildet das erste
Anschlusselement 21 eine Anode flr den ersten Halbleiterchip
3. Und das dritte Anschlusselement 23 bildet eine Anode fir

den zweiten Halbleiterchip 4.

Vorteilhafterweise sind sowohl bei dem ersten
Ausfiihrungsbeispiel als auch bei dem zweiten
Ausfiihrungsbeispiel eines oberfliachenmontierbaren Multichip-
Bauelements 1 der erste und zweite Halbleiterchip 3, 4

getrennt voneinander ansteuerbar.

Ein derartiges Multichip-Bauelement 1 eignet sich besonders

fiir Projektions-und Scheinwerferanwendungen.
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Die vorliegende Anmeldung beansprucht die Prioritat der
deutschen Anmeldung DE 10 2014 101 215.1, deren

Offenbarungsgehalt hiermit durch Rickbezug aufgenommen wird.

Die Erfindung ist nicht durch die Beschreibung anhand der
Ausfihrungsbeispiele beschrankt. Vielmehr umfasst die

Erfindung jedes neue Merkmal sowie jede Kombination wvon

Merkmalen, was insbesondere jede Kombination von Merkmalen in

den Patentanspriichen beinhaltet, auch wenn dieses Merkmal
oder diese Kombination selbst nicht explizit in den

Patentanspriichen oder Ausfiihrungsbeispielen angegeben ist.
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_25_
Patentanspriiche
1. Oberflachenmontierbares Multichip-Bauelement (1)
umfassend

- einen Tréadger (2), der ein erstes, zweites und drittes
Anschlusselement (21, 22, 23) aufweist, die voneinander
elektrisch isoliert sind,

- einen ersten Halbleiterchip (3), der auf dem ersten
Anschlusselement (21) angeordnet ist und mit dem ersten und
zwelten Anschlusselement (21, 22) elektrisch verbunden ist,
wobei das erste Anschlusselement (21) eine erste Elektrode
und das zweite Anschlusselement (22) eine zweite Elektrode
flir den ersten Halbleiterchip (3) bildet,

- einen zweiten Halbleiterchip (4), der auf dem zweiten
Anschlusselement (22) angeordnet ist und mit dem zweiten und
dritten Anschlusselement (22, 23) elektrisch verbunden ist,
wobei das dritte Anschlusselement (23) eine erste Elektrode
und das zweite Anschlusselement (22) eine zweite Elektrode
flir den zweiten Halbleiterchip (4) bildet, und wobei das
zweite Anschlusselement (22) im Betrieb eine gemeinsame
Kathode oder Anode fir den ersten und zweiten Halbleiterchip

(3, 4) bildet.

2. Oberflachenmontierbares Multichip-Bauelement (1) nach
dem vorhergehenden Anspruch, wobei

- das erste Anschlusselement (21) einen ersten Teilbereich
(21A) aufweist,

- das zweite Anschlusselement (22) einen ersten Teilbereich
(2247), einen zweiten Teilbereich (22B) und einen
Mittelbereich (22C), tUber den der erste Teilbereich (22A) des
zweliten Anschlusselements (22) und der zweite Teilbereich
(22B) des zweiten Anschlusselements (22) miteinander

verbunden sind, aufweist,
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- der zweite Halbleiterchip (4) auf dem ersten Teilbereich
(22A7) des zweiten Anschlusselements (22) angeordnet ist, und
- der Trager (2) aus den drei Anschlusselementen (21, 22, 23)
derart zusammengesetzt ist, dass

-- der erste Teilbereich (21A) des ersten Anschlusselemnts
(21) und der erste Teilbereich (22A) des zweiten
Anschlusselements (22) entlang einer ersten
Haupterstreckungsrichtung (X) des Tragers (2) nebeneinander
angeordnet sind,

-- das dritte Anschlusselement (23) und der zweite
Teilbereich (22B) des zweiten Anschlusselements (22) entlang
der ersten Haupterstreckungsrichtung (X) nebeneinander
angeordnet sind, und

-- das dritte Anschlusselement und der erste Teilbereich
(227A) des zweiten Anschlusselements (22) entlang einer
zwelten Haupterstreckungsrichtung (Y), die quer zur ersten
Haupterstreckungsrichtung (X) wverlauft, des Tragers (2)

nebeneinander angeordnet sind.

3. Oberflachenmontierbares Multichip-Bauelement (1) nach
einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei der erste und
zweite Halbleiterchip (3, 4) jeweils einen ersten
Halbleiterbereich (31, 41) eines ersten Leitfahigkeitstyps
und einen zweiten Halbleiterbereich (33, 43) eines zweiten
Leitfdhigkeitstyps aufweisen, wobei mittels des zweiten
Anschlusselements (22) die Halbleiterbereiche des gleichen
Leitfahigkeitstyps der beiden Halbleiterchips (3, 4)

elektrisch miteinander verbunden sind.

4, Oberflachenmontierbares Multichip-Bauelement (1) nach
dem vorhergehenden Anspruch, wobei die an die
Anschlusselemente (21, 22) angrenzenden Halbleiterbereiche

der Halbleiterchips verschiedenen Leitfahigkeitstyps sind.
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5. Oberflachenmontierbares Multichip-Bauelement (1) nach
einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei der Trager (2) aus
den Anschlusselementen (21, 22, 23) derart zusammengesetzt
ist, dass ein erster Teilbereich (21A) des ersten
Anschlusselements (21) und ein erster Teilbereich (22A) des
zweiten Anschlusselements (22) entlang einer ersten
Haupterstreckungsrichtung (X) des Tragers (2) nebeneinander

angeordnet sind.

6. Oberflachenmontierbares Multichip-Bauelement (1) nach
einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei der Trager (2) aus
den Anschlusselementen (21, 22, 23) derart zusammengesetzt
ist, dass das dritte Anschlusselement (23) und ein zweiter
Teilbereich (22B) des zweiten Anschlusselements (22) entlang
einer ersten Haupterstreckungsrichtung (x) des Tragers (2)

nebeneinander angeordnet sind.

7. Oberflachenmontierbares Multichip-Bauelement (1) nach
einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei der Trager (2) aus
den Anschlusselementen (21, 22, 23) derart zusammengesetzt
ist, dass das dritte Anschlusselement (23) und ein erster
Teilbereich (22A) des zweiten Anschlusselements (22) entlang
einer zweiten Haupterstreckungsrichtung (Y) des Tragers (2)

nebeneinander angeordnet sind.

8. Oberflachenmontierbares Multichip-Bauelement (1) nach
einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei auf dem dritten

Anschlusselement (23) kein Halbleiterchip angeordnet ist.

9. Oberflachenmontierbares Multichip-Bauelement (1) nach
einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei der erste
Halbleiterchip (3) mittels eines elektrischen Leiters (5) mit

dem zweiten Anschlusselement (22) elektrisch verbunden ist.
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10. Oberflachenmontierbares Multichip-Bauelement (1) nach
einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei der zweite
Halbleiterchip (4) mit dem dritten Anschlusselement (23)
mittels eines elektrischen Leiters (5) elektrisch verbunden

ist.

11. Oberflachenmontierbares Multichip-Bauelement (1) nach
einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei der Trager (2)
einen Grundkorper (24) aufweist, in den die Anschlusselemente

(21, 22, 23) zumindest teilweise eingebettet sind.

12. Oberflachenmontierbares Multichip-Bauelement (1) nach
dem vorhergehenden Anspruch, wobei das zweite
Anschlusselement (22) an einer rickseitigen Hauptflache (2B)
des Tragers (2) von dem Grundkdrper (2) teilweise bedeckt

ist.

13. Oberflachenmontierbares Multichip-Bauelement (1) nach
einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei der erste und
zweite Halbleiterchip (3, 4) durch einen Zwischenraum (8)
voneinander getrennt sind, der eine laterale Abmessung (8A)

von groRer Null und hochstens 0.1 mm aufweist.

14. Oberflachenmontierbares Multichip-Bauelement (1) nach
einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei der erste und
zwelite Halbleiterchip (3, 4) jeweils ein
strahlungsdurchlédssiges Abdeckelement (7) aufweisen, das an
einer dem jeweiligen Anschlusselement (21, 22) abgewandten
vorderseitigen Oberflache (3A, 4A) der Halbleiterchips (3, 4)

angeordnet ist.

15. Oberflachenmontierbares Multichip-Bauelement (1) nach

einem der vorhergehenden Anspriiche, das einen Gehduserahmen
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(9) aufweist, innerhalb dem die Halbleiterchips (3, 4)

angeordnet sind.

16. Oberflachenmontierbares Multichip-Bauelement (1) nach
einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei der erste und
zwelte Halbleiterchip (3, 4) im Betrieb Strahlung in

verschiedenen Wellenlangenbereichen emittieren.
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